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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(£5) Halbleltende lichtemittierende Vorrichtung 

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine halbleitende ' 
lichtemittierende Vorrichtung, mit einem halbleitenden 
lichtemittierenden Element, das auf ein Substrat oder zu- 
mindest eine Leiterplatine auf der Seite aufgepragt ist, auf 
der eine Elektrode auf der p-leitenden Seite und eine Elek- 
trode auf der n-leitenden Seite ausgebildet ist, wobei der 
komplette Umfang des halbleitenden lichtemittierenden 
Elements mit einem licht-nicht-transmittierbaren Abdich- 
tungsharzmaterial abgedichtet ist, mit der Ausnahme ei- 
nes lichtemittierenden Bereichs auf der von dem Substrat 
' bzw. der Leiterplatine abgewandten Seite. 
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Beschreibung 



DievorliegeadeErfindungbetnmeinehalbleitende.Uch- 

temittierendeVornchtung. vnmchtuneen des TVps, 

Halbleitende, ^^^^^Tbei dem licht* 
der auf einer Oberflache auf g ebra =™ ls ^ n versch iedenen 

^r. ajifnura beschrieben, und eme weuere « anhangigenjapamscnen r htends sionsefnzienz auf- 



den , ;n 2-— a uastJ— E 

sctalechterung bzw. Alterung [des ™ J & semitranspa- 
aus Uchttransnuttierbarem^a^^ 
rentem, syntbeuschem H^ herabg^ dahe t, eine 

.Aufgabe der gegenwartigen zu Uefe rn, die 

hamlet, f—S&ins^n- 
dieNachteile des Stands ^J^™"\ zW Aitern eines Ab- 

*chtungs^^ 



d^Vo^tung istin der jap m*be ^S3C» 

Nr. 9-283803 besctanebe^ und«n^ » 

form wird im Anschlu ^Jj*^ ha i b leitenden lichte- 
Fig. 1 zeigteineSchmttan: «e i ii ch tenut- 
mitderenden Vornchtung 20 1«« ^u^-Elemente 
tierende n Diodenelen«n| ^^SSSLt^. 
bezeicbnet, als etn h ^ e ",S eitendes Substrat 1 aus ei- 
Dabei ist ein recht^kige 5 mchtoten ^ ^ ^ 

nemelektrischrsoberend^^ 2> 3 b 

nem Paar metalhsierter Verdranm g g htecki n , nicht - 
_u:„UK»t ict die von der unterseiw ^ -i«ueen 
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ibternittierendesE^tve^ 

^Sese Aufgabe wird ernndungSgen^B 
halbleitende IxchteoutUerende VomcWung ^ 
leitenden, UchtenutUerenden Element^ a aufge pragt 
oder zumindest eine ^^^tenden Seite und eme 
ist, auf dereineElektrodeauf ^derp l JJJ*^ ist , wobei 
auf der n-leitenden Seite ausgeu ,, „ nrtor . 



^usionsfilmrene^ - 

wie SnFuUstoff, kann dem AMJjTO^ S ^^S^S^W Bstolfen * usammen S e - 

^ ndSe T C ^ S Sn n SseS:nfn der Verpak- ^/^Smoxid, Koblenstoff, Sibciumoxid 

Lirrten!tr R ^ 50 ss^^^ 

• Verschlechtembzw. Aitern ^f^TS^. da der SOIIUt ^£5£ rechteckigen, nicht-leitenden 

ItonSarzmaterials unzureicheo «^ halbleite nde, gesteUt is. ^^SSo^ uber dessen Ungs- 

Mit anderen Worten, wenn ^^^"sbedingun- 55 seite des eines IiiD-Elements, auf der 

UcWemituerende .^^^S^nipera.Ln seitene ~ggJZ P" Stenden Seite sowie eine Elek- 

een verwendet wird, unter denen sie jwn ^ Afe _ eine Ele ktrode aui :w _P ausge bildet sind, ist auf das 

Sr ultravioletter ^^^^SSSam Ucbt- ^^^eSung'mes elektrisch leitendenMate- 

dichtungsharzmaterial? aus dem ^^^sparenten, Substrat «^er ^erwe« " J Dabei ist das LED-Ele- 

Sansmiuierbaren, ^sparenten oder J «m * P^ ^ ^ ^ ^ Bmdematenal avtfg Abdi e htungs . 

synmedschenHarzdazu neigen aufgrunaoe ^ ment mt ^em bcht n ^ ^ wie Alumimumoxid, 

hohen Temperatur und der u «Sg r arherabgese^ tof-J • » ^oxrToder dergleichen, als ein Verstar- 

werden, so daB sein Lif tdurchl^sigkW ^ ei , Kohlen stoff • ^^^^^ ub er den komplettenUmfang, 

wird. Als ein Resultat davon ko ^ e *J% n von d em balb- kungsma tena^emgeb ^m ^ Uchtenlitticrenden Be . 

LerhebUchenAnteusanAu^abebch^v w _ 6S nut Ausnahme «nes tog ^ Uchtemitli e rende 

leitenden lichtemittierenden Element in u reichS) abge dictitei. uu aB ber eitgesteUt, bei 
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Verschlechterns bzw. Altems des Abdichtungsharzmaterials 
fiir die Abdichtung des halbleitenden, lichtemittierenden 
Elements verhindert wird. 

Das halbleitende lichtemittierende Element, das mit der 
erfindungsgemaBen halbleitenden lichtemittierenden \br- 
richtung verwendet wird, ist nicht auf ein LED-Element be- 
schrankt, sondern kann auch mit einem beliebigen halblei- 
tenden lichtemittierenden Element verwendet werden, das 
auf einer Seite eine Elektrode der p-leitenden Seiten sowie 
eine Elektrode der p-leitenden Seite aufweist. 

Da ein Verstarkungsmaterial in das licht-nicht-transmit- 
tierbare Abdichtungsharzmaterial inkorporiert ist, ist der 
RuckflieBwiderstand erhoht, so daB das Auftreten von Be- 
schadigungen, wie Risse in der Verpackung, verhindert 
wird. 

Da das ucht-nicht-transinittierbare Abdichtungsharzma- 
terial einen erhohten Warmewiderstand aufweist und ultra- 
violette Stahlung abschneidet, kbnnen Verschlechterungs- 
phanomene, wie ein Gelbwerden des Abdichtungsharzmate- 
rials, verhindert werden, wenn die halbleitende lichtemittie- 
rende Vorrichtung unter Umgebungsbedingungen verwen- 
det wird, bei denen es einer hohen Temperatur und ultra vio- 
letten Strahlen ausgesetzt wird. 

.Da Stufen durch Entfemen eines Teils des nicht- lei tenden 
Substrats oder einer Leiterplatine ausgebildet sind, in denen 
das halbleitende lichtemittierende Element beherbergt ist, 
kann die halbleitende lichtemittierende Vorrichtung flach 
^ausgestaltet werden, was zu einer Reduktion der Hone senk- 
recht zur Schichtenfolge und des Gewichts fiihren kann. 

Da der lichtemitderende Bereich in verschiedenen For- 
men gemaB der gegenwartigen Erfindung ausgestaltet sein 
kann, kann die Form des Ausgabelichts, das von der halblei- 
tenden lichtemittierenden Vorrichtung emittiert wird, auf 
eine gewunschte Form verandert werden. 

In Ubereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung 
kann eine halbleitende lichtemittierende Vorrichtung unter 
Verwendung eines neuen LED-Elements, das eine hohe 
Lichtemissionseffizienz aufweist, mit exzellenten Licht- 
emissionscharakteristika geliefert werden. 

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben 
sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in der Ausfiih- 
rungsbeispiele der Erfindung anhand von schematischen 
Zeichnungen im einzelnen erlautert sind. Dabei zeigt: 

Fig. 1 eine Schnittansicht zur Illustration einer bekannten 
halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung; 

Fig. 2 eine Schnittansicht zur Illustration einer ersten 
Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaBen halbleitenden 
lichtemittierenden Vorrichtung; 

Fig. 3 eine Schnittansicht zur Illustration einer zweiten 
Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaBen halbleitenden 
lichtemittierenden Vorrichtung; 

Fig. 4 eine Schnittansicht zur Illustration einer dritten 
Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaBen halbleitenden 
lichtemittierenden Vorrichtung; 

Fig. 5 eine Draufsicht auf eine erfindungsgemaBe halblei- 55 
tende lichtemittierende Vorrichtung; 

Fig. 6 eine Draufsicht auf eine andere Ausfuhrungsform 
einer erfindungsgemaBen halbleitenden lichtemittierenden 
Vorrichtung: 
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fuhrungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben, de- 
ren TeiLe, die den in der bekannten halbleitenden lichtemit- 
tierenden Vorrichtung 20 gemaB Fig. 1 verwendeten Teilen 
entsprechen oder ahnlich sind, die gleichen Bezugszeichen 
wie in Fig. 1 aufweisen, und ihre Beschreibung weglassen. 

Bei der erfindungsgemaBen halbleitenden lichtemittieren- 
den Vorrichtung 21 wird ein LED-Element 6 verwendet, bei 
dem eine lichtemittierende Schicht dadurch ausgebildet ist, 
daB aus einer Dampfphase eine halbleitende, auf Galiiumni- 
trid basierende Verbindung, wie GaN oder dergleichen, auf 
eine Oberflache 6b eines Substrats, das aus einem iichttrans- 
mittierbaren, nicht-leitenden Material hoher Harte, wie Sa- 
phir, hergestellt ist, gezuchtet wird, so daB die Seite der 
Schicht, die der Substrat-Oberflache 6b zugewandt ist, als 
eine lichtemittierende Flache dient. 

Ein nicht-ieitendes Substrat 1 hat an seinen gegeniiberlie- 
genden Enden Eiektroden 2, 3 ausgebildet. Das LED-Ele- 
ment 6 ist auf der Seite 6a der lichtemittierenden Schicht mit 
einer Elektrode auf der p-leitenden Seite sowie einer Elek- 
trode auf der n-leitenden Seite versehen und auf die Eiektro- 
den 2, 3 auf dem nicht-leitenden Substrat 1 unter Verwen- 
dung von Leitungsmaterialien 4, 5, wie Silber oder Lormit- 
tel, als Bindemittel zum Verbinden aufgepragt. Ein licht- 
nicht-transmittierbares Abdichtungsharzmaterial 8,. in dem 
Fullstoffe, wie Aiuminiumoxid, Kohlenstoff, Siliciumoxid 
oder dergleichen, enthalten sind, ist als Verstarkungsmate- 
rial vorgesehen. Das licht-nicht-transmittierbare Abdich- 
tungsharzmaterial 8 uberdeckt die Langsseiten des LED- 
Elements 6 und seine Seite 6a, die dem Substrat 6b aus 
nicht-leitendem Material gegenuberliegt und auf der die 
Eiektroden der p-leitenden bzw. n-leitenden Seite ausgebil- 
det sind. Wie in der Draufsicht in Fig. 5 gezeigt, ist nur ein 
lichtemittierender Bereich 6d der lichtemittierenden Flache 
6c des Substrats 6b freigelassen, und die lichtemittierende 
Flache 6c ist, auBer in dem lichtemittierenden Bereich 6d, 
mit dem licht-nicht-transmittierbaren Abdichtungsharzma- 
terial uberdeckt. Mit anderen Worten ist das LED-Element 6 
mit der beschichteten Vorderseite 6a nach unten auf das 
Substrat 1 aufgebracht, und der Bereich 6d der Substrat- 
Oberflache 6b, der lichtemittierend ist, ist freigelassen, wah- 
rend der komplette Umfang des LED-Elements 6 ansonsten 
mit dem licht-nicht-transmittierbaren Abdichtungsharzma- 
terial 8 bedeckt ist. 

Da die halbleitende lichtemittierende Vorrichtung 21 der 
vorliegenden Erfindung so aufgebaut ist, daB nur der lichte- 
mittierende Bereich 6d des LED-Elements 6 freiliegt, wah- 
rend der Rest des Urrifangs des LED-Elements 6 mit dem 
Abdichtungsharzmaterial 8 abgedichtet ist, kann ein licht- 
nicht-transmittierbares Harzmaterial als Abdichtungsharz- 
material verwendet werden. DemgemaB kann das LED-Ele- 
ment 6 mit einem licht-nicht-transmittierbaren Harzmaterial 
8 abgedichtet werden, dem Fullstoffe, wie Aiuminiumoxid, 
Kohlenstoff, Siliciumoxid oder dergleichen als Verstar- 
kungsmaterial zugegeben sind. 

Da solch ein licht- nicht- transmittierbares Abdichtungs- 
harzmaterial 8 weniger Feuchtigkeit absorbiert und zu ei- 
nem erhohten Warmewiderstand fuhrt, ist der RuckflieBwi- 
derstand erhoht, um das Auftreten von Beschadigungen, wie 
Risse in der Packung, zu verhindem. Das Verschlechte- 



Fig. 7 eine Draufsicht auf eine weitere Ausfuhrungsform 60 rungsphanomen, wie Gelbwerden des Abdichtungsharzma- 



einer erfindungsgemaBen halbleitenden lichtemittierenden 
Vorrichtung; und 

Fig. 8 eine Vorderansicht, im Teillangsschnitt, zeigend 
ein halbleitendes lichtemittierendes Element, das mit der 
halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung der vorliegen- 
den Erfindung verwendbar ist. 

Mit Bezug auf Fig. 2 wird nunmehr eine halbleitende 
lichtemittierende Vorrichtung 21 gemaB einer ersten Aus- 
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terials, kann unterdriickt werden, selbst wenn die halblei- 
tende lichtemittierende Vorrichtung 21 in einer Umgebung 
verwendet wird, die hohen Temperaturen und ultravioletten 
Strahlen ausgesetzt ist 

Fig. 3 ist eine Schnittansicht, in der eine zweite Ausfuh- 
rungsform einer erfindungsgemaBen halbleitenden lichte- 
mittierenden Vorrichtung 22 dargestelit ist. Bei dieser Aus- 
fuhrungsform ist das LED-Element 6 auf Leiterpiatinen 9, 
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10 unter Verwendung von elektrisch leitendem Material 4, 5 
als Bindematerial aufgepragt. Auch ist bei der so aufgebau- 
ten halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung 22 ein 
Ucht-nicht-transmittierbares Abdichtungsharzmaterial 8 
vorgesehen, das mit FuUstoffen, wie Aluminiumoxid, Koh- 
lenstoff, Siliciumoxid oder dergleichen, versehen ist, ahn- 
lich wie im Fall der Ausfuhrungsform von Fig, 2, vorgese- 
hen. 

Fig. 4 zeigt eine dritte Ausfuhrungsform einer erfin- 
dungsgemaBen halbleitenden lichtemittierenden Vorrich- 
tung 23, bei der Stufen 11, 12 durch Entfernen oder Ausstan- 
zen eines Teils der Oberflache der Leiterplatinen 9, 10 in 
dem Aufbau gemaB Fig. 3 ausgebildet sind. Das LED-Ele- 
ment 6 ist dabei innerhalb der Stufen 11, 12 beherbergt und 
auf die Leiterplatinen 9, 10 unter Verwendung von leiten- 
dem Material 4, 5 als Bindematerial aufgepragt. 

Durch Ausbilden der Leiterplatinen 9, 10 mit den Stufen 
11, 12, Beherbergen des LED-Elements 6 in den Stufen 11, 
.12 und D urchfuhren eines Aufpragens, wie in Fig, 4 gezeigt, 
fcarin die HShe T 2 senkrecht zur Schichtenfolge der halblei- 
tenden lichtemittierenden Vorrichtung 23 insbesondere im 
Vergleich zur Hohe Ti senkrecht zur Schichtenfolge der 
halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung 22 gemaB Fig. 
; 3 reduziert werden. DemgemaB kann die. halbleitende lichte- 
mittierende Vorrichtung 25%acher gemacht werden, was zu 
einer Reduktion in GroBe und Gewicht fuhrt. 

Es ist auch moglich, Stufen auszubilden, in die das LED- 
Element eingefugt werden kann, wie mit Bezug auf die Aus- 
fuhrungsform von Fig. 4 beschrieben, wenn das LED-Ele- 
ment 6 auf das rechteckige, nicht-leitende Substrat 1 mit 
dem in Fig. 2 gezeigten Aufbau aufgepragt ist. 

Durch Ausbilden des rechteckigen nicht-leitenden Sub- 
strats 1 rnit den Stufen ahnlich wie in Fig. 4 kann die GroBe 
der halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung 21 unter 
Einsatz des rechteckigen, nicht-leitenden Substrats 1 mit 
dem in Fig. 2 gezeigten Aufbau kleiner senkrecht zur 
Schichtenfolge sein, so daB es insgesamt zu einer Reduzie- 
rung von GroBe und Gewicht kommt. 

Da das licht-nicht-transmittierbare Abdichtungsharzma- 
terial 8 unter Verwendung einer GuBform zum Abdichten 
des LED-Elements 6 gemaB der gegenwartigen Erfindung 
ausgebildet wird, kann die Form des lichtemittierenden Be- 
reichs 6d in verschiedenen Abmessungen und Gestaltungen 
eingestellt werden durch Veranderung der GuBform. Daher 
kann die Form des Ausgabelichts, das von der halbleitenden 
lichtemittierenden Vorrichtung emittiert wird, auf eine ge- 
wiinschte Form geandert werden, die sich von einer rechtek- 
kigen Form unterscheidet. Die Fig. 6 und 7 sind Draufsich- 
ten, die halbleitende lichtemittierende Vorrichtungen zeigen, 
bei denen die Form des Ausgabelichts variiert ist. Dabei 
zeigt Fig. 6 ein Beispiel, bei dem ein kreisformiger lichte- 
mittierender Bereich 6d zur Verfugung gestellt ist, und Fig. 
7 zeigt ein Beispiel, bei dem ein dreieckiger lichtemittieren- 
der Bereich 6d zur Verfugung gestellt wird. 

Fig. 8 ist eine Ansicht zum Erklaren einer bevorzugten 
Ausfuhrungsform fur ein halblettendes lichtemittierendes 
Element, das mit der halbleitenden lichtemittierenden \br- 
richtung der vorliegenden Erfindung verwendbar ist. Eine 
Niedrigtemperatur-Pufferschicht 13, die aus GaN hergestellt 
ist, ist dabei auf einem lichttransmittierbaren Saphir-Sub- 
strat 6b ausgebildet, und eine n-leitende Schicht 14 ist auf 
der Pufferschicht 13 ausgebildet. Eine aktive Schicht 15, 
ausgebildet aus einer auf InGaN basierenden halbleitenden 
Verbindung, dient als lichtemittierende Schicht, auf der eine 
p-leitende Schicht 16 angeordnet ist. Die n-leitende Schicht 
14, die aktive Schicht 15, die als lichtemittierende Schicht 
fungiert, und die p-leitende Schicht 16, die aus einer auf 
GaN basierenden halbleitenden Verbindung hergestellt ist, 



sind sukzessive auf das Saphir- Substrat 6b aufgebracrit. 

Ein Stromdiffusionsfiim 17 ist aus elektrisch leitendem 
Material mit einer hohen Lichtreflexionsrate ausget>H c ^ et 
Solche Charakteristiken weist ein Metall auf, das aus einer 
5 Gruppe ausgewahlt ist, die Al, Ni, Ti oder Pt umfaBt. Der 
Stromdifrusionsfilm 17 ist aus einem dieser Metalle ausge- 
bildet und auf die p-leitende Uberzugschicht 15 eben auf e-e 
bracht. 6 
Beim Aufbringen des LED-Elements 6 auf einen Schalt- 
10 kreis oder dergleichen wird eine Seite des LED-Elenaents <> 
auf der Elektrbden 18 und 19 der n-leitenden bzw. p-lei ten- 
den Seite ausgebildet sind, auf eine Leiterplatine Oder ein 
metallisiertes, verdrahtetes, nicht-ieitendes Substrat unter 
Verwendung eines elektrisch leitenden Materials als ein 
15 Bindematerial aufgepragt. Durch Aufbringen des LElD-EXe- 
ments 6 auf den Schaltkreis wird einem Primarlicht H, das 
direkt von dem LED-Element 6 iiber das Saphir-Substrat Sb 
emittiert wird, ein reflektiertes Licht R hinzugefugt, das von 
dem Stromdiffusionsfiim 17 reflektiert wird, so daB das re- 
20 sultierende Licht von dem Saphir-Substrat 6b emittiert wird 
Bei solch einem LED-Element 6 ist der Stromdiffusionsnlrri 
17 auf der p- leitenden tJberzugsschicht 16 zum Beliefern 
der lichtemittierenden Schicht 15 mit einem uniforrnen 
Strom ausgebildet. Bei dem hier beschriebenen LED-Ele- 
25 ment 6 wird ein Metall verwendet, das ein hohes Lichtrefle- 
xionsvermogen aufweist, so daB der Stromdiffusionsfiim 17 
als ein Reflektor fur Ausgabelicht von der lichtemittieren- 
den Schicht 15 verwendet wird. Daher kann der Stromdiffu- 
sionsfiim 17, der ansonsten die Menge an Ausgabelicht, die 
30 von einem bekannten LED-Element emittiert wird, redu- 
ziert, vprteilhafterweise als Mittel zum Erhohen der Menee 
an Ausgabelicht, das von dem LED-Element emittiert wird 
verwendet werden. 

Da das LED-Element auf ein Substrat derart aufgebracht 
35 ist, daB das Ausgabelicht von der lichtemittierenden Schicht 
von dem Stromdiffusionsfiim reflektiert und der Saphir- 
Substrat-Seite emittiert wird, kann der Stromdiffusionsfiim 
der ansonsten die Menge an Ausgabelicht von der lichternit' 
tierenden Schicht emiedrigt, vorteilhafterweise als Mittel 
40 zum Erhohen der Menge an Ausgabelicht verwendet .wer- 
den. Die Lichtemissionseffizienz des lichtemittierenden 
Diodenelements kann somit erheblich verbessert werden. 

Bei dem oben beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel ist das 
LED-Element 6 beschrieben worden, bei dem die lichtemit- 
45 tierende Schicht dadurch ausgeformt ist, daB aus der Darnpf- 
phase eine halbleitende, auf GaN basierende Verbindung 
wie GaN, auf dem Substrat 6b, das aus einem lichttransmit- 
tierbaren isolierenden Material mit hoher Harte, wie Saphir, 
ausgebildet ist, geziichtet wird, wobei die Seite der lichte- 
50 mittierenden Schicht, die dem Substrat 6b zugewandt ist, als 
eine lichtemittierende Flache fungiert. 

Jedoch ist das halbleitende lichtemittierende Element, das 
mit der erfindungsgemaBen halbleitenden lichtemittierenden 
Vorrichtung verwendbar ist, nicht auf das LED-Element mit 
55 dem. oben beschriebenen Aufbau beschrankt, sondern es 
kann jedes halbleitende lichtemittierende Element verwen- 
det werden, bei dem die Elektroden der p-leitenden bzw. n- 
leitenden Seite auf einer Seite ausgebildet sind. 

Die in der vorstehenden Beschreibung, in den Zeichnun- 
60 gen sowie in den Anspruchen offenbarten Merkmale der Er- 
findung konnen sowohl einzeln als auch in jeder beliebigen 
Kombination fur die Verwirklichung der Erfindung in ihren 
verschiedenen Ausfuhrungsformen wesentlich sein. 
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Bezugszeichenliste 



1 Nicht- leitendes Substrat 

2 Verdrahtungsschicht 
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3 Verdrahtungsschicht 

4 Leitungsmaterial 

5 Leitungsmaterial 

6 LED-Eiement 

6aSeite 5 
6b Substrat-Oberflache . 
6c Flache 

6d Lichteraittierender B ereich 

7 Abdichtendes Harzmaterial 

8 Abdichtendes Harzmaterial 10 

9 Leiterplatine 

10 Leiterplatine . 
llStufe 

12 Stufe 

13 Tieftemperatur-Pufferschicht 15 

14 n-leitende Schicht 

15 Aktive Schicht 

. 16 p-leitende Schicht 

17 Stromdirrusionsfilm 

18 Elektrode auf der n-leitenden Seite 20 

19 Elektrode auf der p-leitehden Seite 

20 Halbleitende lichtemittierende Vorrichtung . 

21 Halbleitende lichtemittierende Vorrichtung 

22 Halbleitende lichtemittierende \forrichtung 

23 Halbleitende lichtemittierende Vorrichtung 
T\ Hone 
T 2 Hohe 
E Emissionslicht 
R Reflexionslicht 

PatentansprUche 

1. Halbleitende, lichtemittierende Vorrichtung (21, 22, 
23), mit einem halbleitenden, lichtemittierenden Ele- 
ment (6), das auf ein Substrat (1) oder zumindest eine 
Leiterplatine (9, 10) auf der Seite aufgepragt ist, auf der 
eine Elektrode (18) auf der p-leitenden Seite und eine 
Elektrode (19) auf der n-leitenden Seite ausgebildet ist, 
wobei der komplette Umf ang des halbleitenden, lichte- 
mittierenden Elements (6) mit einem* acm-nicht^traris-'' • 40 
inittierbaren Abdichtungsharzmaterial (8) abgedichtet 
ist, mit der Ausnahme eines lichtemittierenden Be- 
reichs (6d) auf der von dem Substrat (1) bzw. der Lei- 
terplatine (9, 10) abgewandten Seite. 

2. Halbleitende, lichtemittierende Vorrichtung nach 45 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Substrat 
(1) oder die Leitplatine (9, 10) mit Stufen (11, 12) zur 
Aufnahme des halbleitenden, lichtemittierenden Ele- 
ments (6) ausgebildet ist. . 

3. Halbleitende, lichtemittierende Vorrichtung nach 50 
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Form des lichtemittierenden Bereichs (6d) einstellbar 
ist. 

4. Halbleitende, lichtemittierende Vorrichtung nach ei- 
nem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 55 
zeichnet, daB ein Verstarkungsmaterial in dem licht- 
nicht-transmittierbaren Abdichtungsharzmaterial (8) 
enthalten ist. 

5. Halbleitende, lichtemittierende Vorrichtung nach ei- 
nem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 60 
zeichnet, daB das halbleitende, lichtemittierende Ele- 
ment (6) folgendes umfaBt: 

ein Saphir-Substrat (6b), 

eine Schicht aus einer auf GaN basierenden halbleiten- 
den Verbindung, die eine lichtemittierende Schicht (15) 65 
enthalt, die auf das Saphir-Substrat (6b) auflaminiert 
ist, und 

einen Stromdiffusionsfilm (17), der aus einem elek- 
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trisch leitenden MetaULfilm mit hohem Lichtreflexions- 
vermogen auf der halbleitenden Schicht (15) ausgebil- 
det ist, wobei 

das halbleitende, lichtemittierende Element (6) so auf- 
gebaut ist, daB Ausgabelicht von der lichtemittierenden 
Schicht (15) von der Saphir-Substrat-Seite in Form von 
Emissionslicht E zusammen mit von dem Stromdirrusi- 
onsfilm reflektiertem Reflexionslicht R emittiert wird. 
6. Halbleitende, lichtemittierende Vorrichtung nach 
Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Verstarkungsmaterial aus Fiillstoffen zusarnmengesetzt 
ist, wie Aluminiumoxid, Kohlenstoff, Siliciumoxid 
oder dergleichen. 
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